S-81.3120 Tehoelektroniikan komponentit J. Niiranen 1 (‘7 )
Tentti 10.1.2007, kello 9 ... 12, sali S4

Papereihin Tentissd sallitut apuvilineet
- sukunimi ja etunimet - kynit, kumit jne.
- opiskelijanumero - taskulaskin
- osasto ja vuosikurssi. - lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

1. Selvitd lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mitd seuraavilla termeilld tarkoitetaan
- SiC
- Schottky-diodi
-1GCT
- varistori

- ldhivaikutus.

2. Esittele IGBT:n rakenne, toimintaperiaate ja ominaisuudet.

3. Minkilaisia kondensaattoreita kiytetiin tehoelektroniikassa? Mitki ovat niiden ominaisuudet?

4. Tyristorin SKKT 71 hilapulssi vahvistetaan kuvan mukaisella piirilla. MOSFET-transistorin
sisdinen vastus Rps on 1Q. Orko tyristorin syttyminen varmaa — 40 °C lampétilassa? Mikd on

suurin mahdollinen tyristorin hilahévisteho, jonka kytkent4 voi saada aikaan?

10 Q
+10V =1 —
ohjaus
+0V

5. Ferriittisydint kayttivi muuntaja, jonka hividteho on 2,5 W, on asennettu piirilevylle siten, ettd
sydsn on tiivisti piirilevyd vasten. Muuntajan piirilevyd vasten olevan pinnan pinta-ala on noin 15
cm’ ja muun osan pinta-ala on noin 70 cm? Muuntajan limpdvastusta arvioidaan kaavalla
Ry=11,7 A% PI}OJS jossa Ry, on limpovastus, yksikko K/W, A on pinta-ala neliédesimet-
reissd ja Py hévidteho watteina.

a)
b)

<)

d)

Miki on muuntajan limpovastus, jos oletetaan ettei piirilevyn kautta johdu 1ampdoa?
Miki on muuntajan alla olevan piirilevyn ldmpgvastus jos sen paksuus on 2 mm ja limmon-

johtavuus A =0,3 —W— Oleta, ettd lampdi siirtyy vain muuntajan kokoiselta alueelta.
m

Miki on muuntajan limpovastus piirilevyn vaikutus huomioiden?
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VRSM [VRRM! (dv/
VDRM! dt)er

Vius

ITAME (maximum value for continuous operation)
125A

Itav (sin. 180; Tcase = 78 °C)
80A

700 { 600| 500
900 | 800: 500
1300 | 1200: 500

1000

1500 | 1400| 1000
1700 | 1600; 1000
1900 { 1800} 1000
2100 2000; 1000

SKKT 71/06 D
SKKT 71/08 D

SKKT71/12D
SKKT7112E

SKKT 7114 E
SKKT71/16 E
SKKT 7118 E
SKKT71/20E

SKKT 72/06 D
SKKT 72/08 D"

SKKT 72112 EY
SKKT 72114 Y
SKKT72/16 EV
SKKT 72118 E
SKKT 72/20 E

SKKH 71/08 D
SKKH71/12D

SKKH71/14 E
SKKH71/16 E
SKKH7118E
SKKH 71/20 E

SKKH 72/06 D
SKKH 72/08 D

SKKH 72112 E
SKKH72/14 E
SKKH 72116 E

! . SKKT 71 SKKT 72
Symbol ‘ Conquns SKKH71 | SKKT 72 B
i SKKH 72
ltav  !sin. 180; (Tease = . .) 80 A (78 °C)
‘ 70 A (85 °C)
) B2/B6 |Tamb=35°C; P3/180F 115 A/150 A
lAMs WA/W3 | Tamb =35°C; P 3/180F 155 A/lBx 115 A
ITsm Tv= 25°C 1600 A
Tyj = 125 °C 1450 A
4 Ty= 25°C 13000 A%g
Tyi =125 °C 10500 A%s
lgg Ty= 25°C;lg=1A; dig/dt=1Alus 1ps
tar Vo = 0,67 - Vorm 2ps
(difdt)er | Tyj=125°C typ. 100 A/us
tq Tyj=125°C typ. 80 ps
M Tyj= 25°C; typ.150 mA; max. 250 mA,
i Tvi= 25°C;Re=33Q typ. 300 mA; max. 600 mA
Vr Tvi= 25°C;IT=200A max. 1,9V
Vrroy | Tvj=125°C 09V
5y Tvj=125°C 3,5 mQ
Ioo; 1rp | Tvi = 125 °C; Voo = VoruM; VRD = VRAM max. 20 mA
Vet Tvy= 25°C;d c. 3V
laT Tvi= 25°C;d.c. 150 mA
Vap Tvi=125°C;d.c. 0,25V
lad Ty =125°C; d. c. 6 mA
Rinje cont. 0,35 °C/W/0,18.°C/W
f‘g(‘;:gg per thyristor/per madule 8'% °g\x ; 8;8 °gm
Rihch 0,2°C/W /0,1 °C/W
Ty -40 .. +125°C
| Tsig -40..+125°C
Visol a.c. 50 Hz; r.m.s.; 1 ¢/1 min 3000 V-~ /2500 V~
M Case to heatsink } S1 units/ 5 Nm/44 b, in. + 15 %2
Mz Busbars to terminals ]  US units 3Nm/26 lb.in.+ 15%
a 5-9,81 m/s?
W approx. 120 g
Case -»pageB1-85 SKKT 71: A5 SKKT72:A 46

SEMIPACK® 1

Thyristor/ Diode
Modules

SKKT 71
SKKT 72
SKKT72B

SKKH 71
SKKH 72

o Bho oo

SKKT 71 SKKH 71
SKKT 72 SKKH 72
Features

+ Heat transfer through
aluminium oxide ceramic
isolated metal baseplate

» Hard soldered joints for high
reliability

« UL recognized,
file no. £ 63 532

Typical Applications

+ DC motor control (e. g. for
machine tools)

* AC motor soft starters

+ Temperature control (e. g. for
ovens, chemical processes)

» Professional lfight dimming
(studios, theaters)

The voltage grades

SKKT 72/08 D, 12 E, 14 E

and 16 E are also available in e
SKKT ... B configuration s

lamman~ A AON
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Fig. 8 Surge overload current vs. time
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Fig. 10 Gate trigger characteristics






